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PROGRAMA  2023 (Quarta-feira das 14:00 às 17:40): 
Aula DATA ASSUNTO 

1 09/08 
Introdução ao Curso; História da Microeletrônica; 
Componentes em Circuitos Integrados 

2 16/08 
Sequência de Fabricação de Dispositivos MOS a ser 
utilizada no curso.  

3 23/08 
Simulador MINIMOS - Projeto e Análise da Sequência de 
Fabricação de Dispositivos MOS. 

4 30/08 Caracterização e Limpeza de Lâminas de Silício. 

5 13/09 Oxidação Térmica/Deposição de SiO2 PECVD. 

6 20/09 Fotogravação. 

7 11/10 Técnicas CVD/Dopagem do Silício Policristalino. 

8 18/10 Implantação Iônica. 

9 25/10 Técnicas de Metalização – Evaporação/Sputtering 

10  01/11 Caracterização Elétrica  

11  08/11 Aplicações/Dispositivos MOS Avançados 

12  22/11 Prova Final 
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T é a média dos testinhos aplicados durantes as aulas. 
P é a prova teórica final. 
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